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窒化アルミニウム（ＡｌＮ）膜を有する基板 

概要 

効果・応用例 

高結晶AlN基板・深紫外発光素子 

 

 

 

 

 
 
 

サンプル提供可能！ 

 紫外発光素子は、蛍光灯の代替、高密度ＤＶＤ、生化学用
レーザ、光触媒による公害物質の分解、Ｈｅ－Ｃｄレーザ、水
銀灯の代替など、次世代の光源として幅広く注目されている。
この紫外発光素子は、ワイドギャップ半導体と呼ばれるＡｌＧａ
Ｎ系窒化物半導体からなり、サファイアなどの異種基板上に
積層される。一方、サファイア上に成長したＡｌＮ膜には多数の
貫通転位が存在し品質が悪いといった課題があった。 

 本発明は、サファイア
上に成長したＡｌＮ膜を
有する基板をＮ２／ＣＯ
混合ガス中で熱処理し
て形成するといった簡
単な方法でＡｌＮ膜の結
晶性を飛躍的に向上さ
せるものである。 

本発明の効果 

実験データ 

安価なサファイヤ基板上に、“超高品質”な窒化アルミニウム膜を作製可能！ 
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     株式会社 東北テクノアーチ  
     TEL ０２２－２２２－３０４９  FAX ０２２－２２２－３４１９  
     お問い合わせは、こちら からお願い致します。 
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１時間程度のアニール処理で 

優れた結晶性向上を確認済！ 
※出展：Applied Physics Express 9, 025501 (2016)、Annealing of an AlN buffer layer in N2–CO for growth of a high-quality AlN 

film on sapphire、Hideto Miyake1,2*, Gou Nishio2, Shuhei Suzuki2, Kazumasa Hiramatsu2,Hiroyuki Fukuyama3, Jesbains Kaur4, 

and Noriyuki Kuwano4 
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サンプル提供可能！ 
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